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【誤訳訂正書】
【提出日】平成31年2月8日(2019.2.8)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５１】
　いくつかの態様において、バッファ層および／または保護層は、電気活性種に対する電
気伝導性および／または伝導度を相対的に変化させるためにドーパントを含んでもよい。
可能なドーパントには、炭素、窒素、および硫黄系化合物だけでなく、他の適当な化合物
が挙げられる。具体的な例としては、それらに限定されないが、炭酸リチウム、硝酸リチ
ウム、硫化物、および元素状態の硫黄が挙げられる。使用される被覆方法に応じて、ドー
パントは、バッファ層および／または保護層を形成するための特定の付加物であってもよ
く、または使用される被覆方法の副生成物として被覆されてもよい。例えば、炭酸リチウ
ムは、二酸化炭素ガスおよびリチウム蒸気の混合物をプラズマ支援被覆法に用いる酸化リ
チウムバッファ層の被覆時に形成されてもよい。具体的な例は上記されているが、保護層
および／またはバッファ層の所望のドーピングを提供するために、多くの適当な方法を使
用することができると解されるべきである。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
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【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属リチウム層；
　該金属リチウム層上に配置された連続な、かつ非多孔性であってリチウムイオン伝導性
を有する酸化リチウムバッファ層；および
　該バッファ層上に配置された連続な、かつ非多孔性であってリチウムイオン伝導性を有
する窒化リチウム層
を含む、電極構造体。
【請求項２】
　金属リチウム層を提供する工程、
　連続な、かつ非多孔性であってリチウムイオン伝導性を有する酸化リチウムバッファ層
を、該金属リチウム層上に被覆する工程、および
　連続な、かつ非多孔性であってリチウムイオン伝導性を有する窒化リチウム層を、該バ
ッファ層上に被覆する工程
を含む、電極構造体を形成する方法。
【請求項３】
　前記バッファ層が、前記金属リチウム層上に直接配置される、請求項１に記載の電極構
造体。
【請求項４】
　前記窒化リチウム層が、前記バッファ層上に直接配置される、請求項１または３記載の
電極構造体。
【請求項５】
　前記バッファ層が非晶質である、請求項１、３および４のいずれか１項記載の電極構造
体。
【請求項６】
　前記バッファ層が多結晶質である、請求項１、３および４のいずれか１項記載の電極構
造体。
【請求項７】
　前記窒化リチウム層が非晶質である、請求項１および３～６のいずれか１項記載の電極
構造体。
【請求項８】
　前記窒化リチウム層が、１：１（１／１）～３：１（３／１）であるリチウムの窒素に
対するモル比（リチウム／窒素）を有する請求項１および３～７のいずれか１項記載の電
極構造体。
【請求項９】
　前記バッファ層の厚さが１００ｎｍ～１μｍである、請求項１および３～８のいずれか
１項記載の電極構造体。
【請求項１０】
　前記窒化リチウム層の厚さが、前記バッファ層の厚さの２～１０倍である、請求項１お
よび３～９のいずれか１項記載の電極構造体。
【請求項１１】
　前記窒化リチウム層および前記バッファ層を横切る電荷移動抵抗が、窒化リチウム層を
有さないバッファ層を横切る電荷移動抵抗より低い、請求項１および３～１０のいずれか
１項記載の電極構造体。
【請求項１２】
　前記窒化リチウム層が、１５０ｎｍ以下の算術平均表面粗さ（Ｒａ）を有する、請求項
１および３～１１のいずれか１項記載の電極構造体。
【請求項１３】
　前記窒化リチウム層または前記保護層の算術平均表面粗さ（Ｒａ）が、５０～１５０ｎ
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ｍである、請求項１および３～１２のいずれか１項記載の電極構造体。
【請求項１４】
　前記バッファ層を被覆する工程が、スパッタリング、物理蒸着および化学蒸着の少なく
とも１つを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記窒化リチウム層を被覆する工程が、物理蒸着および化学蒸着の少なくとも１つを含
む、請求項２または１４記載の方法。
【請求項１６】
　前記金属リチウム層および前記窒化リチウム層の少なくとも１つの表面上に配置された
剥離層を更に含む、請求項１および３～１３のいずれか１項記載の電極構造体。
【請求項１７】
　前記剥離層上に配置されたキャリア基材を更に含む、請求項１６に記載の電極構造体。
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